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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以降のページから、この欄に説明文を記入しました。
説明文を読むことで本資料の説明が可能となります。


HBAKPHIAEFH(ZALRS)

AEHIEC OV BNICHEVTAKPRMECHNITIEZOFABRIELY,
VALAVERBASPRBOVATLIEBROBEEZRLTUIET,

2 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. ACE2-AB-12-0143


プレゼンター
プレゼンテーションのノート

下記コメントのページをつくりましょう。
「概略しか語っていないので、興味をお持ちいただければ、
選任者による、詳細なご紹介の場を設けさせていただきます。」


i B /IN7—T N1 AR FREA D) $H 7
HAR7F3F07(IPD)E/INT—F 1 AV)— &8tk

INTINT)—
A&P| #wA® - AER/ EEE
7oy T1A7Y)-hb
EfFron—%
s /—%
VES;Z‘\; ______
RHB% _ o S~
5uner} 9',’_?ﬂﬁ\ > \\
= Ro—p:2pv7
3 71 /
_}EK‘\ Eyf/j ) _ P
73ray Ttz :\
AR - S o
< @ HAMOSHIE [~ —Za 7~
— o (R S ‘ )
N | O ez Froll
£ ¥ 5 » ; 2 P — s
| & [7rEic TS | J! (b7, 35=F

© 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. ACE2-AB-12-0143


プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・このスライドでは、MCU・入力系アナログ・出力系アナログ・パワーディスクリートの
　接続の関係と対応するアプリを示しております。
・アプリケーションは右側の矢印が上に行くに伴い、大電流・高電圧・ハイパワーと
　なります。
・ボディー系のアプリケーションでは中段から下に示すアプリケーションとなります。
・対応するA&Pデバイスの構成としては、
　ゲートドライバ＋単体パワーMOS　及び　IPDが負荷の駆動を行います。

当社ではマイコンだけではなく、入力系アナログ・出力系アナログ・パワーディスクリートのキットでのご提案に注力していきます。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ボディー系で主にランプ制御についてご紹介いたします。
製品としては、ランプ駆動用のIPDのシリーズのご紹介です。
ランプ駆動IPDの特徴は①幅広いラインナップと②耐久性の向上です。
代表製品としては
　uPD166017（ヘッドライト駆動）
　uPD166011（フラッシャー駆動）
　uPD166014（ストップランプ駆動）　があります。
本製品に用いられている技術は
①大電流・単チャンネル出力用に用いられる出力MOSの上に制御回路を載せたMCP構造
②多チャンネル出力用に用いられるモノリシックウェーハ及び銅ボンディング技術
③２ｃｈ、４ｃｈ品種に対応した小型・高放熱パッケージ（１２ピン、２４ピンHSSOP）
④2ndGenIPDシリーズに搭載された、ΔTch温度検出法と従来の過電流　　検出＋即断ラッチを組み合わせることにより、高負荷短絡耐量を実現しています。
ΔTch温度検出法とは出力チップ内に２つの温度センサーを組み込み、
その温度差が一定値を超えると電流制限を駆けるという保護法式です。
過電流検出＋即断ラッチ法は電流値が一定値を超えると即電流を遮断する保護方式です。
これら２つの保護法式を組み合わせることにより、負荷がショートした際の耐久性を高めております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このスライドはランプ周りのIPDのオン抵抗のバリエーションを示しております。
ランプ駆動用IPDのラインナップで全てのボディー周りのランプ駆動をカバーいたします。

左の水色の四角は５５W,60Wのヘッドランプ対応のIPDを
真ん中の水色の四角は１０Wや５Wのポジションランプ、室内灯等の対応のIPDを
右上水色の四角はリア周りの対応IPDを
右下水色の四角はフラッシャー対応のIPDを示します。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
LEDヘッドライトコントローラー　uPD168891の製品紹介資料です。

本製品は開発中ではありますが、市場調査品の位置づけです。
WSの対応が可能です。
LEDヘッドライトコントローラーについては、現在、製品企画に伴う市場調査を行っており、
製品企画、ロードマップについて検討中です。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ボディー系で主にEPSに代表される、大電流モーター制御についてご紹介いたします。
製品としては、MOSFETとプリドライバーのシステム提案となります。
大電流モーター制御の特徴は①出力段の大電流対応のMOSFETと
②マイコンとを繋ぐ、プリドライバーIPDでのシステム提案です。
代表製品としては
　NP180N04TUK（MOSFET）
　NP160N04TUK（MOSFET）
　R2A25109（プリドライバーIPD）です
本製品に用いられている技術は
①大電流（１８０A）まで可能なTO-263（７pinパッケージ）
②オン抵抗性能を改善したチップバリエーション
③マイコンとの強調動作、電源部の取り込み、パワーMOSのドライブ能力を考慮した、プリドライバーIPD　です。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ボディー系で主にポンプ等に代表される、小・中電流モーター制御についてご紹介いたします。
製品としては、出力段のMOSFET提案となります。
小・中電流モーター制御の特徴は
①ユニットの小型化に貢献する小型・多チャンネル化
②大電流・低損失に対応する、低オン抵抗化　　です。
代表製品としては
　NP90N04VUK（MOSFET）
　NP75N04YUK（MOSFET）
　Pchフラグシップ製品（開発中MOSFET）　です
　本製品に用いられている技術は
①各ボディー制御に応える豊富なパッケージ群
②オン抵抗性能を改善したPch、Nchのチップバリエーションです。
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30A ?L-g ] Body, %
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
NchパワーＭＯＳＦＥＴの最新プロセスである、ＡＮＬ２製品の製品ラインナップ表です。黄色セルが量産中、紫セルが開発中、青セルが企画中を示します。
左半分が耐圧４０Ｖ、右半分が55/60Ｖの製品です。
低電流領域（１６Ａ）から高電流領域（１８０Ａ）まで、幅広いパッケージバリエーションでラインナップを展開しております。
尚、最小オン抵抗は、40V、TO-263-7ピン、１８０A品で、1.05ｍΩ（Max）と
非常に小さなオン抵抗を実現しております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
プリドライバー（モーター駆動用）IPD製品のロードマップを示します。
縦軸が、ドライブ能力・及び機能を示し、上に行くほど、高ドライブ出力・高機能に
なります。現在、２品種が量産中、２品種が開発中、１品種が企画中です。
イメージとしては、上段が主にＥＰＳに代表される、大電流モーター用途、下段が
ポンプ等に代表される、中・小電流モーター用途を示します。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
車載用のMOSFETについてご紹介いたします。
車載用制御MOSFETの特徴は
①ユニットの小型化に貢献する小型・多チャンネル化
②大電流・低損失に対応する、低オン抵抗化　　です。
代表製品としては
　NP180N04TUK（MOSFET）
　NP75N04YUK（MOSFET）
　Pchフラグシップ製品（開発中MOSFET）　です
　本製品に用いられている技術は
①各車載制御に応える豊富なパッケージ群
②オン抵抗性能を改善したPch、Nchのチップバリエーションです。
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60A 4.3 3.85 6.0 5.5
50A 6.6 4.8 9.0
45A 10 10
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16A m Power train 32



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
NchパワーＭＯＳＦＥＴの最新プロセスである、ＡＮＬ２製品の製品ラインナップ表です。黄色セルが量産中、紫セルが開発中、青セルが企画中を示します。
左半分が耐圧４０Ｖ、右半分が55/60Ｖの製品です。
低電流領域（１６Ａ）から高電流領域（１８０Ａ）まで、幅広いパッケージバリエーションでラインナップを展開しております。
尚、最小オン抵抗は、40V、TO-263-7ピン、１８０A品で、1.05ｍΩ（Max）と
非常に小さなオン抵抗を実現しております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ボディー系で主にランプ・ソレノイド制御についてご紹介いたします。
製品としては、ランプ・ソレノイド駆動用のIPDのシリーズのご紹介です。
ランプ駆動IPDの特徴は①幅広いラインナップと②耐久性の向上です。
代表製品としては
　uPD166017
　uPD166011
　uPD166014　があります。
本製品に用いられている技術は
①大電流・単チャンネル出力用に用いられる出力MOSの上に制御回路を載せたMCP構造
②多チャンネル出力用に用いられるモノリシックウェーハ及び銅ボンディング技術
③２ｃｈ、４ｃｈ品種に対応した小型・高放熱パッケージ（１２ピン、２４ピンHSSOP）
④2ndGenIPDシリーズに搭載された、ΔTch温度検出法と従来の過電流　　検出＋即断ラッチを組み合わせることにより、高負荷短絡耐量を実現しています。
ΔTch温度検出法とは出力チップ内に２つの温度センサーを組み込み、
その温度差が一定値を超えると電流制限を駆けるという保護法式です。
過電流検出＋即断ラッチ法は電流値が一定値を超えると即電流を遮断する保護方式です。
これら２つの保護法式を組み合わせることにより、負荷がショートした際の耐久性を高めております。
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60mS/2ch
21W 60mS/4ch
90mQ/2ch 21+5W 60mQ/1ch
6mQ/1ch 27TW
90mQ/4ch 27+5W 60mS/2ch
10mSQ/1ch 10W 60mS2/4ch
13.5mQ/1ch 5+5W 30mQ/2ch
5W
6mQ/1ch
8mQ/1ch \ \
65W \
10mQ/1ch 55\
12mQ/1ch
16mQ/1ch 21+21+5W 25mQ/2ch
= 27+27+5W 16mQ/2ch
BET 1st generation
(—EBBARE) 25mQ/1ch
R 2nd generation
S Eh g 25mQ/2ch
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このスライドはランプ周りのIPDのオン抵抗のバリエーションを示しております。
ランプ駆動用IPDのラインナップで全てのボディー周りのランプ駆動をカバーいたします。
ソレノイド駆動にもお使いいただけます。

オン抵抗値/Ch数を緑色で示したものが、１stGen（第一世代）のIPDで、現在量産中（一部開発中）です。
青色で示したものが、2ndGen（第二世代）のIPDのうち、現在開発中のものです。
黄色で示したものが、2ndGen （第二世代）のIPDのうち、現在企画中のものです。
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. A = = i
8mQ/1ch
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T 2nd generation
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* H-bridge High side 2ch usage
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ボデー用IPDはヒーター・モーターアプリケーションにも応用が可能です。
各アプリケーションに最適なオン抵抗・Ch数のラインナップを示します。
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